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Мемристоры – это элементы, способные изменять своё сопротивление в зависимости от протекшего через них заряда. Основной особенностью  данных элементов является возможность переключения между двумя состояниями: с большим и с малым сопротивлением. Часто мемристоры  представляют собой оксид металла, заключенный между двумя металлическими электродами [1,2]. Одной из возможностей влияния на свойства таких мемристоров является введение металлических наночастиц в матрицу оксида металла [3]. Однако влияние наночастиц на характеристики мемристора на данный момент изучены далеко не в полной мере. Данная работа посвящена расчетам характеристик мемристорных структур на основе оксидов металлов, содержащих металлические наночастицы.   
Проведен расчет напряженности электрического поля в модельной системе, состоящей из оксидной матрицы и металлических наночастиц в двумерном и трехмерном случаях. Показано, что добавление в оксидную матрицу металлических наночастиц приводит к увеличению напряженности электрического поля в окрестностях наночастиц и ускоряет формирование проводящих каналов. С учетом зависимости напряженности электрического поля от координат уточнены выражения для подвижности носителей заряда. Рассчитана зависимость плотности электрического тока от приложенного напряжения для различных концентраций наночастиц в оксидной матрице.
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